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我々はこれまで，CoFeB/MgO 接合に生じる垂直磁気異方性の電界制御[1]とそれにより誘起され

る歳差運動を介した磁化反転[2]を報告した．今回，電界により誘起される歳差運動の実時間測定

について報告する． 

サファイア基板上に Ta/Ru/Ta/Co20Fe60B20(0.9 nm)/MgO(1.4 nm)/Co20Fe60B20(1.8 nm)/Ta/Ru をスパ

ッタリング法により成膜し，直径 70 nm の磁気トンネル接合デバイスをコプレーナ導波路中に作

製した．真空(10-4 Pa)・磁界(0.4 T)中，300oC で熱処理を行った．上下の磁性電極の磁化容易軸方

向は膜面垂直であり，トンネル磁気抵抗比は 150 %，磁化平行配置での素子抵抗は 34 kである． 

電圧印加による上部記録層の磁気異方性変調により，磁気抵抗曲線のマイナループの保磁力が

変化する．外部磁界を垂直方向からH 傾けた方向に印加し，その垂直成分により参照層からの漏

れ磁界を打消すと同時に，面内成分により磁化歳差運動を補助した．振幅 0.9 V の電圧パルスを

13 ns 印加し，磁化安定方向を膜面垂直から膜面平行方向に変化させ，磁化の歳差運動を誘起した．

歳差運動中に磁化は平行・反平行状態に近い状態を遷移し，mV オーダの透過電圧の差を生じる．

図は磁化平行状態から反平行状態またはその逆過程において測定した透過電圧の時間変化であり，

約 500 回の測定の透過電圧を平均、規格化したものを示している．明瞭な反射率の振動・減衰が

観測される．フィッティングより，面内磁界の大きさは約 9 mT，Gilbert ダンピング定数は 0.13

または 0.16 と求まる．熱擾乱や有効磁界の不均一性がこの手法から求まる大きなダンピング定数

に関連している可能性がある． 

本研究の一部は先端研究開発支援プログ

ラム「省エネルギー・スピントロニクス論

理集積回路の研究開発」，「次世代 IT 基盤構

築のための研究開発」及び「特別研究員奨

励費」により行われた． 
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Figure: Normalized transmission voltage averaged for ~500 times 
measurements.
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